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Идеальный графен представляет собой двумерную аллотропную модификацию углерода, состоящую из ковалентно связанных атомов толщиной в один слой с sp2 гибридизацией и имеющую гексагональную кристаллическую структуру. 

Дефекты в графене влияют на его характеристики - такие как электропроводность и механическая прочность [1]. Необыкновенные свойства графена чрезвычайно чувствительны к дефектам, и некоторые из этих свойств можно наблюдать только при низкой концентрации дефектов [2].
Для изучения дефектов, нами были получены образцы графена выращенные методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) [3] на медной фольге типа «М2» толщиной 50 мкм. Подготовка фольги для CVD роста графена включала следующие этапы: удаление остатков примесей с поверхности, промывание в дистиллированной воде, ультразвуковая очистка сначала в ацетоне, затем в изопропиловом спирте и электрохимическая полировка фольги с последующей очисткой, затем подготовленная подложка была помещена в CVD-реакторе GROW-2S TECH LCC. Внутри реактора располагается кварцевая трубка с внутренним диаметром 4 см и длиной около 100 см, медные фольги были расположены на кварцевом стенде. Сразу после выращивания графена, реактор равномерно охлаждался до 700 °С в течение 30–40 мин.

С помощью сканирующего электронного микроскопа была изучена микроструктура выращенного графена на меди, которая показала, что графен представлен изолированными островками площадью не менее чем 2 µm2.

Полученные образцы облучались ионами Ar+, He+ с энергией 100 keV. Доза облучения составила 1012 и 1013 ион/см2 для Ar+ и от 1013 до 1016 ион/см2 для He+. Для Не+ облучение также проводили при непосредственном нагреве образца до 300 °С и 400 °С с дозами облучения 1014 и 1015 ион/см2. Температура контролировалась калиброванной термопарой. Во всех экспериментах угол падения пучка составлял 7°. Плотность тока ионного пучка составляла 100 нА/см2. Равномерность пучка в области облучения поддерживалась с помощью высокочастотного XY-сканера.

Образцы были исследованы методом спектроскопии комбинационного рассеяния света как наиболее подходящий метод в наших экспериментах [4], по соотношению интенсивностей пиков, полученных с помощью данного метода, были получены данные о дефектообразовании. Все спектры были получены при комнатной температуре с помощью синего лазер 473 нм, мощность лазе была выбрана в соответствии с работой [5], чтобы не вносить изменений в исследуемый образец и не превышала 0,25 мВт. 
Проведенные исследования показали, что образование дефектов происходит в три этапа: вначале происходит накопление дефектов в исходном графене, происходит резкое увеличение дефектов, вызванных облучением, вплоть до полного разрушения структуры графена.

Эксперименты по изучению влияния температуры образца при облучении ионами He+ показали, что температурный режим предотвращает разрушение структуры графена. 
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